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AgGaS2, üçqat tərkibli birləşmənin vakuumda 10-4Pa təzyiq altında və 1,5nm/san 

sürətlə NaCl, KCI, NaBr altlıqlarının üzərinə buxarlandırılması zamanı otaq temperaturunda 
qiymətləri S = 4nsinθ/λ = 23,30; 35,50; 45,20 nm-1 olan AgGaS2 nazik amorf təbəqəsi alınmış 
və elektrik xassələri tədqiq edilmişdir. 

 
Araşdırmalarımız nəticəsində məlum olmuşdur ki, müasir texnikanın bir sıra 

problemlərinin həllini verən AIBIIIC2
VI qrupuna daxil olan bir çox kimyəvi birləşmələr 

mövcuddur. Burada AgGaS2 va AgGaSe2, nazik təbəqələri özlərinin unikal fiziki 
xassələrinə görə xüsusi maraq kəsb edir.Yaxın və orta infraqırmızı diapazonlu qeyri-
xətti optika üçün AgGaS2(Se2) üçqat yarımkeçirici birləşmələri yüksək qeyri-xəttilik 
əmsalına malik olub, güclü ikiqat şüa sındırıcılarıdır. Həmçinin şəffaflıqları geniş 
diapazonludur va onlar izotrop nöqtənin olması ilə xarakterizə olunurlar. Bu da 
kristalların təbəqə halında spektrin görünən və yaxın infraqırmızı diapazonunda dar 
zolaqlı süzgəclər kimi istifadəsinə imkan verir [1,2]  

Ag-Ga-S sisteminin komponentlərinin ardıcıl və eyni zamanda buxarlandırılması 
nəticəsində kondensasiya müstəvisi üzərində tərkibinə və quruluşuna görə fərqlənən Ag2S, 
GaS, Ga2S, Ga2S3 və AgGaS2 kimi beş fazanın yaranması müşahidə edilmişdir. Ag2S istisna 
olmaqla, bütün əmələ gələn təbəqələr otaq temperaturunda amorfdurlar. Ag2S birləşməsi isə 
polikristal halındadır. Kondensasiya müstəvisinin geniş hissəsində yaranan AgGaS2 tərkibli 
üçqat birləşmənin amorf təbəqəsi periodu a=0,574nm, c=1,02 nm olan tetroqonal sinqoni-
yada kristallaşır, kristallar 1 2d ( ) fəza simmetriya qrupu ilə təsvir olunur. Komponent-
lərin həm ardıcıl, həm də eyni zamanda çökdürülməsindən yaranan birləşmələrin paylanma 
intervalı əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmirlər.  

Nəticə. AgGaS2, birləşməsinin elektrik xassələri araşdırılmış və həmin nazik təbə-
qələrdə həcmi yüklərlə mahdudlanmış cərəyan tədqiq edilmişdir. Lokal səviyyələrin öyrənil-
məsi, yəni onların dərinliyini, yükdaşıyıcıların konsentrasiyasını və digər parametrlərini təyin 
etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu parametrləri təyin etmək müxtəlif temperaturlarda 
qaranlıq və işıq VAX ölçülmüşdür. VAX- da xətti, kvadratik kəskin artma və ikinci kvadratik 
oblast olması həcmi yüklərlə məhdudlanmış cərəyan rejiminin olduğunu göstərmişdir. 
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